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Логотип организации

2

Рост ГС на основе соединений А3В5 
содержащих сурьму методом МЛЭ

6

Фоточувствительная 
гетероструктура

Тестовые фотоприемные
устройства, отработка 

фотоэлектрических 
характеристик ГС

Матричные 
фотодетекторы 
(MWIR, LWIR)

• разработка и исследование материалов 
для оптоэлектроники на основе 
эпитаксиальных гетероструктур А3В5

• разработка компонентной базы и приборов 
на их основе

• мелкосерийное производство 
оптоэлектронных изделий -
фотоприемники, лазерные диоды и 
приборы на их основе

Научно-технологический 
центр прикладной 

оптоэлектроники (НТЦ ПО)

Исследования 
и аналитика



Приоритетные проблемные вопросы фотоники в РФ

Этапы развития МФПУ LWIR и MWIR диапазонов на основе 
соединений А3В5 содержащих сурьму 
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Объемный кристалл InSb с 
ионной имплантацией Be

Эпитаксиальный InSb

xBn на основе In(AlAs)Sb

Гибридные системы с резонаторным вводом излучения (Photon-trapping-
enhanced)

3-5 мкм

xBn на основе In(AlAs)Sb или 
InAs/GaSb сверхрешеток

8-12 мкм

Kinglet (SCD)
InGaAlAsSb
λС = 4.2 мкм

Q ~ 50%
T ~ 150 К

Bainbridge et al. Optics Express vol. 30 3230 
(2022)
Chen D. et al. Nature Photonics vol. 17 594–600 
(2023)
Fengqiu Jiang et al. Adv. Photonics Res. 2, 
2000187 (2021)

Фоточувствительные 
материалы InAsSb или 

InAs/GaSb сверхрешетки

Pelican-D LW (SCD)
InGaAlAsSb
λС = 9.5 мкм

Q ~ 50%
T ~ 80 К
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Слой поглотителя n-InAs0.9Sb0.1

Барьерный слой AlSb

Контактный слой n-InAs0.9Sb0.1

Контактный слой n-InAs0.9Sb0.1

GaSb подложка

Контакт

Контакт

Рентгеновская кривая качания и ее аппроксимация

Визуализация 
барьерного слоя с 

помощью микроскопии 
растекания тока

Токовая фоточувствительность:
- 0.7 А/Вт (pBn)
- 1.3 А/Вт (nBn)

xBn на основе InAsSb

Успехи ФИАН в части разработки барьерно-диодных гетероструктур 
для МФПУ MWIR диапазона
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Сверхрешетка 300 периодов:

RMS = 2,68 нм

dInAs/dGaSb = 2

dInAs = 4,8 нм 

dGaSb =2,6 нм

АСМ

ПЭМ

4, 82 нм
2, 57 нм

XRD

Сверхрешетки InAs/GaSb

Успехи ФИАН в части разработки фоточувствительных материалов 
для МФПУ LWIR диапазона
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Успехи ФИАН в части разработки МФПУ с фотонно-кристаллическим 
резонатором MWIR диапазона

Структура поля вблизи 
отдельного элемента ФКР

Увеличение спектральной чувствительности ФЧЭ 
при совмещении с ФКР

Пиксель 
МФПУ 
«Back 
illuminated»
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Потенциальное развитие барьерно-диодных МФПУ                      
на основе соединений А3В5 – мультиспектральные детекторы

Razeghi M. et al. Journal of Elec Materi 43, 2802–2807 (2014)



Предложения по развитию отечественных технологий фотоники

Предложения НТЦПО ФИАН по развитию отечественных
технологий в области оптоэлектроники и фотоники

• Производство и контроль высокочистых материалов включая As (7N), 
Sb (7N), Al (7N), In (7N), Ga (7N); Be(6N), GaTe(6N)

• Epi-ready подложки GaSb, InAs, InSb
• Вакуумные компоненты для установок молекулярно-пучковой 

эпитаксии включая высоковакуумные насосы, затворы (с 
возможностью высокотемпературного отжига), элементы источников 
исходных материалов;
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Предложения в дорожную карту развития фотоники
и оптоэлектроники на ближайшую и долгосрочную перспективу

•Технологии роста барьерно-диодных гетероструктур в том числе, 
на основе короткопериодных, СР допускающих мегапиксельный формат 
с размером пикселя не более 10 мкм;

•Технологии создания гибридных детекторов, в которых для передачи 
возбуждения в фоточувствительный элемент используются фотонно-
кристаллические резонаторы;

•Технологии создания барьерно-диодных гетероструктур на основе 
сверхрешеток для мультиспектральных детекторов;
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Спасибо
за внимание!

24, 25 Июня 2025 г.
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